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ご 挨 拶 
 

「電子デバイスの信頼性シンポジウム」、「EOS/ESD/EMCシンポジウム」からなる第16
回RCJ信頼性シンポジウムを平成18年11月30日（木）～12月1日（金）に東京都大田区産業プ

ラザで開催致します。 

 
電子デバイスの進展は目覚しく、高集積化・高機能化・超微細化が急速に進んでいます。

最近の技術開発では、これまでの従来技術の延長線上にある技術開発と異なり、銅配線、低

誘電率層間膜（Low-κ膜）、従来のSiO2膜に替わる高誘電率ゲート絶縁膜（High-κ膜）等の

新材料を用いた新しい技術が導入されたり、検討が続けられています。一方、実装技術も、

RoHS指令等による鉛に替わる新しい材料を用いた鉛フリー実装技術の実用化が要求されて

います。新しい材料・技術の導入に伴い、従来の信頼性技術蓄積が使えず、信頼性評価を最

初からやり直さなければならない状況に追い込まれています。このような状況で、従来にも

増して開発段階における信頼性作り込みが重要になっています。 

  
半導体デバイスの高機能化・超微細化に伴い過電圧（EOS）や静電気放電（ESD）に対す

る耐性も確実に低下しており、歩留りや信頼性向上のためには、ESD対策も不可欠となって

います。さらに高速化に伴いLSIから発生する電磁波対策、外部から進入する電磁波に対す

る装置の誤動作対策などいわゆる電磁環境両立性（EMC）も問題となっています。これらの

問題を克服してより一層の高信頼性を達成するためには、基本技術としての信頼性技術・故

障解析技術の向上、EOS/ESD/EMC現象把握や対策技術向上が必須となります。 

 
ESD問題は半導体デバイス以外に、液晶デバイス、GMRヘッドなどエレクトロニクスのあ

らゆる分野で問題となっており、そのESD対策が注目されています。特にGMRヘッドでは、

通常の半導体デバイスのような保護回路の組込みが困難であり、非常にESD耐性が弱くなっ

ています。このような例は、GaAs系の超高速半導体デバイス、光ピックアップ用の光デバイ

スなど、最新技術で顕著になっています。今後の進展が予想されるナノテクノロジー技術で

も実用化において、その高性能化・高集積度化とトレードオフ関係にあるESD対策が重要に

なることが予想されます。 

 
このような状況を鑑み、この分野の研究・技術発表と討論の場を提供し技術発展に寄与す

ること、またその中からIECやJISの新規格作成のためのテーマの発掘や資料の蓄積を図るこ

とを目的として、本シンポジウムは企画され、平成3年度から開催されてきました。幸い多

くの方々のご協力を得て、回を重ねる毎に内容が充実してきております。 

 
本シンポジウムは、米国EOS/ESDシンポジウムと欧州の電子デバイスの信頼性・故障解析

シンポジウム（ESREF）との優秀論文の交換を行っており、優秀論文の講演・討論を通して

国際技術交流を行っております。また、本シンポジウムで推薦され優秀論文は、いずれかの

シンポジウムに招待論文として招待されます。なお、米国EOS/ESDシンポジウムとは1994年
以来、欧州ESREFシンポジウムとは1996年から交流を進めております。 

 
第16回RCJ信頼性シンポジウムでは、11月30日に恒例の招待講演と優秀論文賞等の表彰式

を行います。招待講演では、信頼性管理について、その原点を含め、西 千機氏に講演して



頂きます。最近しばしば信頼性問題がニュースになっていますが、この一因として、品質マ

ネジメントに比べ信頼性管理がおろそかになっていることが考えられます。さらに鉛フリー

はんだ実装技術を含めた高密度実装電子機器の信頼性評価の課題に関して、長年信頼性を研

究されてきた津久井 勤先生に講演して頂きます。昼には、優秀論文賞等の表彰式を行いま

す。また、受賞記念講演会では、2005年米国EOS/ESDシンポジウム優秀論文講演と2005年RCJ 
EOS/ESD/EMCシンポジウム優秀論文講演があります。さらに、米国ESD協会役員のCharvaka 
Duvvury氏による特別講演もあります。Duvvury氏は半導体ESDの分野で世界的に著名な方で、

ESD対策の今後の課題を中心に講演して頂きます。午後からは、鉛フリー実装技術について

の一般講演と、最新半導体デバイスの信頼性に関する一般講演があります。 

 
今年の「EOS/ESD/EMCシンポジウム」のトピックスは、12月1日の半導体デバイスのESD

現象に関するチュートリアル、招待/一般講演、及びパネルディスカッションです。主なテー

マは最先端半導体デバイスの保護回路技術であり、その対策を立てる上でも、ESDによる劣

化及び損傷現象の理解が不可欠です。今回は、この「ESDによる劣化と損傷」に焦点を合わ

せました。その他、例年通り、ナノデバイスのESD/EMI現象、半導体デバイスのESD現象と

その対策関連のセッションを開催いたします。また、ESDコントロール技術として主にイオ

ナイザー技術に関する多数の論文投稿を頂きました。 

 
また、好評を頂いております「信頼性・ESD対策技術展示会」を、22社のご協力により開

催致します。本年は昨年と同様に展示会場を１階大展示場とし、展示スペースを広く取り余

裕のある展示と致します。EOS/ESD/EMC対策用資材・評価装置、信頼性・故障解析装置や

信頼性試験・故障解析サービスに特化した展示会です。今年も昨年に好評頂いた「ESD対策

モデルルーム（EPA）」を展示各社の商品・装置を持ち寄り、展示致します。また、展示各

社の技術・製品紹介を中心とした「信頼性・ESD対策ワークショップ」も行います。ご質問、

ご相談がありましたら遠慮なく出展社スタッフにお申し付け下さい。 

 
以上のように、今年は参加者のお役に立つことを願い、多くの企画をいたしました。本シ

ンポジウムは参加者の討論への積極的参加により支えられておりますので、皆様のご協力を

お願い致します。 

 
最後に、企画や会場を始め種々ご尽力頂いた運営委員会、実行委員会、論文審査委員会、

関連TC国内委員会ならびに招待講演者、講師、発表者及び出展会社各位、さらに米国ESD協

会、欧州ESREF委員会、協賛諸団体の方々に心からお礼申し上げます。 

 
平成18年11月 

ＲＣＪ信頼性シンポジウム運営委員会 
 委員長 鈴木 務 
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座長：  鈴木 輝夫（富士通VLSI（株））・澤田 真典（阪和電子工業（株）） 

（13:00~13:30） 招  待 「Using the Voltage and Current Waveforms from VFTLP systems  

to study transient device behavior」  

Bart Keppens, Geert Wybo. （Sarnoff Europe, Belgium） ······························· 173 

（13:30~14:00） 招  待 「Class 3 HBM and Class M4 MM ESD Protected 5.5 GHz LNA in 90 nm RFCMOS using 

Above-IC Inductor」  

S. Thijs, D. Linten1, M.I. Natarajan, W. Jeamsaksiri, A. Mercha, J. Ramos, X. Sun, 
G. Carchon, P. Soussan, T. Nakaie2, M. Sawada2, T. Hasebe2, P. Wambacq3, 
S. Decoutere, G. Groeseneken4 

(IMEC, Belgium, 1 - Also Vrije Universiteit Brussel, Belgium, 2 - Hanwa Electronic 

Industries, Japan, 3 - Also at: Vrije Universiteit Brussel, Belgium, 4- Also at: Electrical 

Engineering Dept., Katholieke Universiteit Leuven, Belgium) ··························· 183 
座長： 石塚 裕康（（（株）ルネサスステクノロジ））・森下 泰之（NECエレクトロニクス（株））

（14:00~14:20） 16E-13 「EOS/ESD破壊メカニズムに関する調査・検討」  

小松 敬和、村瀬 眞道 （NECエレクトロニクス（株）） ································· 191 

（14:20~14:40） 16E-14 「TDR-TLP/パルス幅依存抽出ESDパラメータを用いたESD保護設計提案」 

黒田 俊一(*) 福田 保裕(*) 澤田 真典(**) 

 （(*)沖エンジニアリング株式会社 (**)阪和電子工業株式会社） ··················· 193 

（14:40~15:00） 16E-15 「カスケード接続したNMOS ドライバーのESD 耐圧に関する考察」  

鈴木輝夫、小島正誉、岩堀淳司、森田晃生、磯村信芳、橋本賢治* 横田昇* 

 （富士通VLSI（株）、*富士通） ····························································· 199 

休憩（15:00~15:10） 

（15:10~17:00） パネルディスカッション： 「先端半導体デバイスの劣化とESD現象」 

 

 


